5. Elektronika i Energoelektronika

(EL1A_W09)
5.1. Nosénikami pradu w potprzewodnikach sa:

A) Elektrony i dziury
B) Protony

C) Jony

D) Elektrony

(EL1A_W09)

5.2. Dioda jest spolaryzowana w Kierunku przewodzenia, gdy:
A) Wyzszy potencjat jest przytozony do anody
B) Nizszy potencjat jest przytozony do obszaru typu p
C) Wyzszy potencjat jest przytozony do katody
D) Wyzszy potencjat jest przytozony do obszaru typu n

(EL1A_WO07)

5.3. Typowa prostownicza dioda krzemowa matej mocy jest potaczona szeregowo z rezystorem 1 kQ i
baterig 5 V. Jezeli anoda diody jest polaczona z plusem baterii, to napiecie na katodzie
wzgledem minusa baterii wynosi ok.:

A) 0,7V B)0,3V C) 4,3V D) 57V

(EL1A_W09)
5.4.  Dioda LED:

A) Jest do pracy polaryzowana w kierunku zaporowym

B) Promieniuje $wiatlo o okreslonej dtugosci fali

C) Zmienia rezystancj¢ pod wpltywem padajacego Swiatla

D) Promieniuje $wiatlo, ktorego dtugo$¢ zalezy od napiecia polaryzacji

(EL1A_W09)

5.5. Wiasciwe napiecie na przepustowo spolaryzowanym ztgczu E-B krzemowego tranzystora
bipolarnego wynosi:
A) 0V B)0,7V C) 0,3V D) Uss

(EL1A_WO09)
5.6. Tranzystor bipolarny pracujacy w stanach odcigcia i nasycenia dziata jako:
A) Zmienny rezystor
B) Wzmacniacz liniowy
C) Lacznik
D) Zmienny kondensator
(EL1A_WO09)
5.7. Prad drenu w tranzystorze NMOS:
A) Zalezy od dtugos$ci kanalu i napigcia progowego
B) Plynie pomigdzy bramka i drenem
C) Zalezy od ruchliwosci dziur w kanale
D) Nie zalezy dtugos$ci kanatu i napigcia progowego



(EL1A_W09)

5.8. Transkonduktancja tranzystora MOSFET to:

A) stosunek przyrostéw pradu wyjsciowego do pradu wejsciowego przy stalym napigciu
wejsciowym;

B) stosunek przyrostow pradu wejsciowego do pradu wyjsciowego przy statym napigciu
wyj$ciowym,;

C) stosunek pradu wyjsciowego do napigcia wejsciowego przy statym pradzie wejSciowym,;

D) stosunek przyrostow pradu wyjsciowego do napigcia wejsciowego przy stalym napigciu
wyjsciowym;

(EL1A_W09)

5.9. Rodzina charakterystyk wyj$ciowych tranzystora bipolarnego w konfiguracji wspdlnego emitera
jest zaleznoscia:

A) pradu emitera od napiecia emiter-baza, a wzrost modutu parametru — napiecie kolektor-baza
powoduje wzrost pragdu emitera;

B) pradu kolektora od napiecia kolektor-emiter, a wzrost modutu parametru - prad bazy powoduje
wzrost pradu kolektora.

C) pradu emitera od napigcia emiter-baza, a wzrost modutu parametru — napigcie kolektor-baza
powoduje spadek pradu emitera;

D) pradu kolektora od napiecia kolektor-baza, a wzrost modutu parametru — prad emitera powoduje
wzrost pradu kolektora.

(EL1A_U07)

5.10. Przeksztaltnik energoelektroniczny pracuje ze sprawnoscia 90% i zasila odbiornik 0 mocy
1000W

a) W tym uktadzie 200 W zamieniane jest na ciepto,

b) Uktad wraz z odbiornikiem obcigza zrédto moca 1100 W,
¢) Uktad wraz z odbiornikiem obcigza zrodto moca 1111 W,
d) Uktad wraz z odbiornikiem obciaza zrodto mocg 1099 W,

(EL1A_U07)
5.11. Rzeczywiste elementy potprzewodnikowe stosowane w energoelektronice cechuja sig:

a) Stratami energii w wyniku skonczonej szybkosci przetaczen, przeptywu pradu w stanie
przewodzenia oraz wystepowaniem tadunku przej$ciowego podczas wyltaczania

b) Brakiem strat energii w wyniku przeptywu pradu
c¢) Nieskonczenie krotkim czasem przetaczen
d) Zerowymi stratami energii

(EL1A_W09)
5.12. Temperatura pracy elementéw potprzewodnikowych mocy:
a) Nie wplywa na ich parametry

b) Wplywa na parametry elektryczne i ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia przeksztattnika powinna
by¢ utrzymywana na odpowiednim poziomie przez zastosowanie radiatorow

¢) Ma znaczenie jedynie dla diod, natomiast nie wplywa na parametry tranzystoréw
d) Musi by¢ utrzymywana na statym poziomie, aby utrzyma¢ parametry pracy przeksztaltnika



(EL1A_W09)

5.13. Rezystancja Rpsn) tranzystora MOSFET:

a) Okresla rezystancj¢ pomiedzy drenem i zroédlem tranzystora w stanie zatgczenia i moze zostac
wykorzystana do oszacowania strat energii w tranzystorze oraz spadku napi¢cia przy przewodzeniu
pradu, przy pomini¢ciu strat przetaczen

b) Jest identyczna dla wszystkich tranzystoréw MOSFET

c¢) Okresla maksymalng rezystancj¢ w obwodzie drenu

d) Okresla rezystancje bramki

(EL1A_W09)

5.14. We wzmacniaczu oporowym w konfiguracji wspdlnego emitera zwigkszono wartos¢ rezystora
kolektorowego Rc. Spowoduje to:

A) zmniejszenie wzmocnienia pradowego;
B) wzrost wzmocnienia napigciowego;

C) wzrost impedancji wyjsciowej;

D) zmniejszenie wzmocnienia napigciowego.

(EL1A_W10)
5.15. Wzmacniacze: odwracajacy i nicodwracajgcy, zrealizowane sg na wzmacniaczach operacyjnych:
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Przy Ry =10 kQ; R> = 100 kQ; R3 = 100 kQ; wzmocnienia uktadéw wynosza:
Uktad odwracajacy; uktad nicodwracajacy:

A) kuf: -10 ku/: 10

B) kuf: —10 ku/: 11

C) kuf: -11 kuf: 10

D) kufz 10 kufz 11
(EL1A_WO09)

5.16. Dioda jest elementem energoelektronicznym,

a) w petni sterowalnym

b) nie w petni sterowalnym

c¢) w zaleznos$ci od potrzeb elementem niesterowalnym lub w pelni sterowalnym
d) niesterowalnym



(EL1A_W09)

5.17. Tyrystor SCR jest elementem energoelektronicznym

a) w pelni sterowalnym

b) nie w petni sterowalnym

c¢) w zaleznosci od potrzeb elementem niesterowalnym lub w petni sterowalnym
d) niesterowalnym

(EL1A_WO09)

5.18. Tranzystor mocy jest elementem

a) w pelni sterowalnym

b) nie w petni sterowalnym

c) w zaleznosci od potrzeb elementem niesterowalnym lub w pelni sterowalnym
d) niesterowalnym

(EL1A_W09)

5.19. Tyrystor GTO jest elementem

a) w pelni sterowalnym

b) nie w pelni sterowalnym

¢) w zaleznosci od potrzeb elementem niesterowalnym lub w petni sterowalnym
d) niesterowalnym

(EL1A_U07)

5.20. Uktad energoelektroniczny jest urzadzeniem przeksztatcajacym
a) energi¢ elektryczna w energi¢ mechaniczna

b) energi¢ mechaniczna w energig¢ elektryczna

¢) energi¢ elektryczng w energig elektryczng o parametrach wymaganych przez odbiornik

d) energie elektryczng w energi¢ §wietlng lub cieplng

(EL1A_WO09)
5.21. Intelligent Power Module (IPM) to:

a) zintegrowany w jednej strukturze uktad mostka tyrystorowego wraz z uktadami generacji impulsow

bramkowych,

b) zintegrowany w jednym bloku uktad mostka tranzystorowego,

c) zintegrowany w jednym bloku tranzystor i sterownik bramkowy wraz z uktadami

zabezpieczajacymi,
d) zintegrowany w jednym bloku sterownik kompletnego mostka.

(EL1A_WO09)

5.22. Triaki charakteryzuja sig¢:

a) duza wartoscia pradu w stanie przewodzenia

b) matg dopuszczalng stromoscig narastania napigcia
¢) duzym spadkiem napigcia w stanie przewodzenia

d) matym czasem zatgczenia



(EL1A_W09)

5.23. Sposrod nizej wymienionych, najmniejsze czasy zatgczenia i wylgczenia maja:
a) tranzystory MOSFET

b) tyrystory SCR

c) tranzystory IGBT

d) tyrystory GTO

(EL1A_WO09)

5.24. Sposrod nizej wymienionych najmniejsze spadki napigcia w stanie przewodzenia wystepuja na:
a) tyrystorach SCR

b) tranzystorach IGBT

c) tranzystorach bipolarnych

d) tyrystorach GTO

(EL1A_WO09)

5.25. Dopuszczalna stromo$¢ narastania pradu tyrystora SCR nie zalezy od:
a) amplitudy impulsu bramkowego

b) temperatury tyrystora

C) czasu narastania impulsu bramkowego

d) ustalonej wartosci pradu tyrystora

(EL1A_WO09)

5.26. Zasada dziatania przetwornikow typu LEM polega na:
a) wykorzystaniu sprzezen magnetycznych

b) kompensacji pola magnetycznego

¢) pomiarze napigcia na boczniku

d) wykorzystaniu transoptoréw

(EL1A_WO09)

5.27. Pasmo przenoszenia przetwornikéw LEM wynosi typowo:
a) 0 Hz

b) kilkaset Hz

c) kilka kHz

d) kilkadziesiat kHz

(EL1A_WO07)
5.28. Prostownik tyrystorowy jest przeksztaltnikiem energii elektrycznej typu
a) prad staty na prad staty (DC-DC), z mozliwoscig jednokierunkowego przesytania energii

b) prad zmienny na prad staty (jednokierunkowy) (AC-DC), z mozliwoscia jednokierunkowego
przesylania energii

¢) prad zmienny na prad staly (jednokierunkowy) (AC-DC), z mozliwo$cig dwukierunkowego
przesylania energii

d) prad staly na prad zmienny (DC-AC), z mozliwosciag dwukierunkowego przesytania energii



(EL1A_WO07)

5.29. Przeksztattnik typu Buck, zrealizowany z wykorzystaniem tranzystora i diody, jest
przeksztattnikiem energii elektrycznej typu

a) prad staty na prad staty (DC-DC), z mozliwos$cia jednokierunkowego przesytania energii

b) prad zmienny na prad zmienny (AC-AC), z mozliwosciag dwukierunkowego przesytania energii
¢) prad zmienny na prad staty (jednokierunkowy) (AC-DC), z mozliwosciag dwukierunkowego
przesytania energii

d) prad staly na prad staly (DC-DC), z mozliwoscig dwukierunkowego przesytania energii

(EL1A_WO07)

5.30. Przeksztaltnik typu Boost, zrealizowany z wykorzystaniem tranzystora i diody, jest
przeksztattnikiem energii elektrycznej typu

a) prad staty na prad staty (DC-DC), z mozliwoscig jednokierunkowego przesytania energii

b) prad zmienny na prad zmienny (AC-AC), z mozliwo$cia dwukierunkowego przesylania energii
¢) prad zmienny na prad staty (jednokierunkowy) (AC-DC), z mozliwosciag dwukierunkowego
przesytania energii

d) prad staly na prad staly (DC-DC), z mozliwosciag dwukierunkowego przesytania energii

(EL1A_WO07)

5.31. Przeksztattnik typu Buck/Boost jest przeksztattnikiem energii elektrycznej typu

a) prad staty na prad staty (DC-DC), z mozliwos$cia jednokierunkowego przesytania energii

b) prad zmienny na prad zmienny (AC-AC), z mozliwo$cig dwukierunkowego przesylania energii
¢) prad zmienny na prad staty (jednokierunkowy) (AC-DC), z mozliwoscig dwukierunkowego
przesytania energii

d) prad staly na prad staly (DC-DC), z mozliwos$cig dwukierunkowego przesytania energii

(EL1A_W09)

5.32. Falownik jest przeksztattnikiem energii elektrycznej typu

a) prad staty na prad staty (DC-DC), z mozliwos$cia jednokierunkowego przesytania energii

b) prad zmienny na prad zmienny (AC-AC), z mozliwo$cig dwukierunkowego przesytania energii
¢) prad zmienny na prad staty (jednokierunkowy) (AC-DC), z mozliwo$cia jednokierunkowego
przesytania energii

d) prad staly na prad zmienny (DC-AC), z mozliwo$cig dwukierunkowego przesytania energii

(EL1A_WO09)

5.33. Cyklokonwerter jest przeksztaltnikiem energii elektrycznej typu

a) prad staty na prad staty (DC-DC), z mozliwoscig jednokierunkowego przesytania energii

b) prad zmienny na prad zmienny (AC-AC) , z mozliwo$cia dwukierunkowego przesylania energii
¢) prad zmienny na prad staty (jednokierunkowy) (AC-DC), z mozliwos$cig jednokierunkowego
przesyltania energii

d) prad staly na prad zmienny (DC-AC) , z mozliwoscia dwukierunkowego przesytania energii



(EL1A_WO09)

5.34. Element IGBT jest:

a) tranzystorem bipolarnym z izolowang bramka

b) tyrystorem w petni sterowalnym

¢) elementem dedykowanym specjalnie do uktadéw energoelektronicznych matej mocy
d) elementem wyposazonym w zintegrowany uktad formujacy impulsy sterujace

(EL1A_W09)

5.35. Zakresy sygnatow generowanych przez przetworniki cyfra/analog stosowane w automatyce
przemystowej to:

a) 0+ 10V, 0V + 12V, 0 + 20mA, 0 + 24mA

b) 0+ 10V, 0+ 20V, 0+ 10mA, 0 + 20mA
c)0+10V,-10V + +10V, 0 + 20mA, 4 + 20mA

d) 0+ 10V, -10V + +10V, 0 + 20mA, -20mA + +20mA

(EL1A_WO09)

5.36. Ktéry z wymienionych przerzutnikéw jest przerzutnikiem asynchronicznym:
a) JK

b) RS

c)D

d) zaden z wymienionych

(EL1A_WO09)

5.37. Wyjscie 3-wej bramki XNOR bedzie w stanie niskim, gdy na wejsciach:
a) bedzie nieparzysta liczba jedynek

b) beda same zera

¢) bedzie nieparzysta liczba zer

d) bedzie parzysta liczba jedynek

(EL1A_WOQ9)

5.38. Licznik asynchroniczny zbudowany jest z:
a) multiplekserow

b) dekoderow

¢) przerzutnikow

d) rejestrow przesuwnych

(EL1A_W09)

5.39. Multiplekser to uktad cyfrowy, ktory:
a) ma jedno wejscie 1 wiele wyj$¢

b) ma wiele wejs¢ 1 jedno wyjscie

c) dzieli sygnal cyfrowy w kodzie binarnym
d) ma N wejsé i 2N wyjsé



(EL1A_WO09)

5.40. Z twierdzenia Shannona o probkowaniu wynika, ze czestotliwos¢ probkowania:
A) powinna by¢ co najmniej réwna czgstotliwosci sygnatu

B) powinna by¢ co najmniej dwa razy wigksza od czgstotliwosci sygnatu

C) nie zalezy od czestotliwosci sygnatu

D) powinna by¢ dwa razy mniejsza od czgstotliwosci sygnatu

(EL1A_WO09)

5.41. Ktére z wyrazen okresla prawo de Morgana:
A xyy=xty

B) (x+y)=x'y

0 &+yy=xy

D) x"y)=x+y

(EL1A_W09)

5.42. Ktoéra zalezno$¢ algebry Boole’a jest nieprawdziwa?
A)x - 1=1

B) x+1=1

C) x+x=X

D) x’+x=1

(EL1A_WO09)

5.43. Liczba binarna 1010,1010 w kodzie dziesigtnym to:
a) 12,5

b) 10,625

c) 10,325

d) 8,7

(EL1A_WO09)
5.44. Rysunek przedstawia bramke logiczna:
a) OR

b) NOR
c) AND
d) NAND

(EL1A_WO09)
5.45. Wyjscie F =1 gdy:
a) X=0, Y=0
b) X=1, Y=0
c) X=0, Y=1
d) X=1, Y=1




(EL1A_WO09)

5.46. Kod Graya:

a) jest kodem pozycyjnym

b) mozna generowac¢ dla co najwyzej 4 bitow

¢) ma tg wlasno$¢, iz zapis stanéw sasiednich rozni si¢ tylko na jednej pozycji
d) wykorzystuje si¢ stosujac wyswietlacze siedmio-segmentowe

(EL1A_W09)

5.47. 1le diod trzeba uzy¢, by z elementéw dyskretnych, zbudowac¢ 2-wejsciowa bramke AND (nie
stosujac tranzystorow):

a) 1 diode
b) 2 diody
c) 3 diody
d) do budowy bramki AND z elementéw dyskretnych, musza by¢ wykorzystane tranzystory

(EL1A_W09)

5.48. Zakres zmiany kata opoznienia zataczania tyrystorow w jednofazowym regulatorze mocy
(tacznik tyrystorowy ze sterowaniem fazowym) obcigzonym odbiornikiem RL zawiera si¢ przedziale:

a. 0-r,
b. -7,
C. -2
d.0-¢

(EL1A_W09)

5.49. Jezeli prad przeplywa przez odbiornik rezystancyjny zasilany przez diodowy tréjfazowy
prostownik dwupotéwkowy, to kazda z diod przewodzi w okresie:

a) 60 stopni
b) 180 stopni
c) 120 stopni
d) 90 stopni

(EL1A_W09)

5.50. Kat zatgczania wyzwalania tyrystorowego trojfazowego prostownika sterowanego liczony jest
od:

a) chwili, gdy napiecie w fazie zasilajacej dany tyrystor przekroczy wartos¢ zero

b) chwili podania impulsu zataczajacego na poprzedni zatgczany tyrystor

¢) chwili zréwnania napi¢¢ w obwodach komutujgcych faz (punktu naturalnej komutacji)
d) chwili wylaczenia poprzedniego tyrystora

(EL1A_W09)
5.51. Kat Bmin dobiera si¢ w celu:

a. Zabezpieczenia przed utrata zdolno$ci komutacyjnych przeksztaltnika tyrystorowego w stanie pracy
falownikowej,

b. Ograniczenia maksymalnej $redniej warto$ci napigcia przeksztattnika w pracy falownikowe;,
c. Zmniejszenia mocy biernej

d. Zwigkszenia sprawnosci



(EL1A_W09)

5.52. Kat komutacji w przeksztaltniku tyrystorowym ma warto$c¢:

a. Stala, zalezng jedynie od parametréw obwodu przeksztaltnika,

b. Zalezna tylko od $redniej warto$ci napigcia wyprostowanego,

b. Zalezna od warto$ci napigcia wyprostowanego i pradu obciazenia,
c. Zalezna tylko od pradu obcigzenia

(EL1A_WO09)

5.53. Moc bierna na wejSciu prostownika tyrystorowego pracujacego z cigglym pradem odbiornika:
a) Nigdy nie wystepuje

b) Wystepuje i jest stata, poniewaz wynika to z budowy uktadu

c) Moze wystapic, a jej wartos¢ zalezy od kata opoznienia wyzwalania tyrystorow

d) Wystepuje tylko dla niektorych rodzajow obciazenia

(EL1A_W09)

5.54. Idealny przeksztattnik DC-DC podwyzszajacy napigcie (typu Boost):

a) Maksymalna warto$¢ napigcia na tranzystorze i diodzie nie zalezy od stosunku napigcia
wyjsciowego do wejsciowego

b) Maksymalna warto$¢ napi¢cia na tranzystorze i diodzie jest rowna potowie napigcia wyjSciowego
¢) Maksymalna warto$¢ napigcia na tranzystorze i diodzie jest rowna warto$ci napigcia wyjsciowego
d) Maksymalna warto$¢ napiecia na tranzystorze i diodzie jest rowna napigciu wejsciowemu

(EL1A_W09)

5.55. Maksymalny kat przewodzenia tyrystorow trojfazowego przeksztattnika mostkowego
zasilajacego odbiornik rezystancyjny wynosi (w pelnym zakresie katow wysterowania o):

a) 60 stopni
b) 120 stopni
¢) 150 stopni
d) 90 stopni

(EL1A_W09)

5.56. Maksymalny kat przewodzenia tyrystorow trojfazowego prostownika jednopotowkowego
zasilajacego odbiornik rezystancyjny wynosi (w pelnym zakresie katow wysterowania a):

a) 60 stopni
b) 120 stopni
¢) 150 stopni
d) 90 stopni

(EL1A_W09)

5.57. Pojawienie si¢ chwilowej warto$ci ujemnej napigcia na odbiorniku zasilanym z tréjfazowego
tyrystorowego przeksztattnika sterowanego:

a) nie jest mozliwe

b) jest mozliwe, jesli odbiornik ma charakter rezystancyjny

c) jest mozliwe, jesli odbiornik ma charakter indukcyjny (RL)

d) jest mozliwe jesli w prostowniku zastosowano diode roztadowcza



(EL1A_WO09)

5.58. Przekroczenie dopuszczalnej stromosci narastania pradu tyrystora SCR:
a) spowoduje wzrost calki Joule’a

b) moze by¢ przyczyng uszkodzenia elementu

¢) spowoduje zwiekszenie napiecia przebicia

d) moze spowodowac uszkodzenie uktadu sterowania elementu

(EL1A_W09)

5.59. Warto$¢ $rednia napiecia na odbiorniku zasilanym z (idealnego) przerywacza statlopradowego
przy stalym okresie impulsowania nie zalezy od:

a) czasu wylaczenia tgcznika przerywacza

b) czasu zalgczenia facznika przerywacza

c) charakteru odbiornika (R, RL)

d) warto$ci napiecia zasilajgcego przerywacz

(EL1A_W09)

5.60. Zasilanie maszyny indukcyjnej przez falownik napigcia umozliwia:

a) Regulacje wartosci skutecznej podstawowej harmonicznej napigcia zasilajagcego oraz jej
czestotliwosci

b) Nie jest mozliwe do realizacji,

c¢) Nie pozwala na realizacj¢ generatorowego hamowania maszyny,

d) Regulacje jedynie czgstotliwosci podstawowej harmonicznej napigcia zasilajacego

(EL1A_WO09)

5.61. Jednofazowy mostkowy falownik napiecia z modulacja PWM moze mie¢ realizowang modulacje¢
unipolarng i bipolarng. W przypadku modulacji unipolarne;:

a. Sktadowa napigcia wyjsciowego pochodzaca od impulsowania ma statg czgstotliwose,

b. Sktadowa napigcia wyjsciowego pochodzaca od impulsowania ma czg¢stotliwos¢ dwa razy wigksza
od czestotliwosci przetaczen elementow potprzewodnikowych (czgstotliwosci modulowanej),

c. Sktadowa napigcia wyjsciowego pochodzaca od impulsowania ma czgstotliwos¢ rowna
czestotliwosci przetaczen elementdw potprzewodnikowych (czestotliwosci modulowane;j),

d. Sktadowa napigcia wyjsciowego pochodzaca od impulsowania ma czgstotliwo$¢ dwa razy mniejsza
od czgstotliwosci przetaczen elementow potprzewodnikowych (czestotliwosci modulowane;j),

(EL1A_W09)

5.62. Impulsowy 2 pulsowy przeksztattnik DC-DC obnizajacy napigcie zasilany napieciem 600 V,
zasila odbiornik pradem 50 A przy napigciu 200 V. Kazdy z facznikow impulsowany jest z
czestotliwoscia 20 kHz. Wspodtczynnik wypelnienia impulsow ma wartos¢: ok.

a. 0,16
b. 0,33,
c. 0,66,
d. 0,5



(EL1A_W09)

5.63. Impulsowy 2 pulsowy przeksztattnik DC-DC obnizajacy napigcie zasilany napigciem 600 V,
zasila odbiornik pradem 50 A przy napieciu 200 V. Kazdy z lacznikow impulsowany jest z
czestotliwoscia 20 kHz. Czestotliwos¢ sktadowej zmiennej pradu zrédta, to:

a. 20kHz,
b. 40kHz,
c. 10kHz
d. 15 kHz

(EL1A_W09)

5.64. Impulsowy 2 pulsowy przeksztattnik DC-DC obnizajacy napigcie zasilany napigciem 600 V,
zasila odbiornik pradem 50 A przy napigciu 200 V. Kazdy z lacznikoéw impulsowany jest z
czestotliwoscig 20 kHz. Warto$¢ $rednia pradu zrodta, to okoto:

a. 16,7 A,
b. 25 A,
c.32A
d.50 A

(EL1A_W09)

5.65. Impulsowy 2 pulsowy przeksztattnik DC-DC obnizajacy napiecie zasilany napigciem 600 V,
zasila odbiornik pradem 50 A przy napieciu 200 V. Kazdy z lacznikéw impulsowany jest z
czestotliwoscig 20 kHz. Warto$§¢ skuteczna pradu zrodta, to okoto:

a.96A

b.10,2 A
c.204 A,
d. 30,6 A

(EL1A_W09)

5.66. Dla przeksztattnika impulsowego DC-DC podwyzszajacego napigcie 600V do wartosci 3000V
przy pradzie obcigzenia 50 A wspdlczynnik wypetnienia impulséw ma warto$¢ ok.

a. 0,2,
b. 0,6,
c. 0,8,
d.0,5

(EL1A_WO09)

5.67. Dla przeksztattnika impulsowego DC-DC podwyzszajacego napigcie 600V do wartosci 3000V
przy pradzie obcigzenia 50 A $rednia wartos¢ pradu zrodta wynosi:

a. 50 A,

b. 150 A,

c. 250 A,

d. 150 A



(EL1A_W09)

5.68. W przepustowych (jednotaktowych) przetwornicach DC-DC nasycenie rdzenia transformatora
nie zalezy od:

a) wartosci napigcia zasilania

b) pradu obcigzenia

¢) czgstotliwosci impulsowania
d) wspdtczynnika wysterowania

(EL1A_WO09)

5.69. Przy ciaglym pradzie dtawika w obwodzie wyj$ciowym transformatorowej przetwornicy
przepustowej (jednotaktowej) warto§¢ napiecia wyjsciowego nie zalezy od:

a) przektadni transformatora

b) czgstotliwosci impulsowania

¢) warto$ci napiecia wejsciowego

d) wspotczynnika wysterowania

(EL1A_W16)

5.70. Ktora z wymienionych transformatorowych przetwornic DC-DC charakteryzuje si¢ najwigksza
sprawnoscia:

a) przetwornica zaporowa

b) przetwornica przepustowa

C) przetwornica Royera

d) przetwornica przeciwsobna

(EL1A_W09))

5.71. W jakim celu w monolitycznym stabilizatorze napiecia stosuje si¢ diodg, ktérej katoda potaczona
jest z wejsciem a anoda z wyjsciem stabilizatora:

a) jako zabezpieczenie przed zwarciem

b) jako zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja napigcia wejsciowego

c) jako zabezpieczenie przed chwilowym obnizeniem si¢ napiecia wejSciowego ponizej wartosci
napiecia wyjsciowego

d) jako zabezpieczenie przed nadmierng warto$cig napiecia wejsciowego

(EL1A_WO09)

5.72. W przeciwsobnej przetwornicy DC-DC przemagnesowanie rdzenia transformatora odbywa sig:
a) tylko przy dodatnich warto$ciach natezenia pola magnetycznego

b) tylko przy ujemnych wartosciach natgzenia pola magnetycznego

c) przy dodatnich i uyjemnych warto$ciach natezenia pola magnetycznego

d) indukcja magnetyczna w rdzeniu ma staltg warto$¢

(EL1A _WO09)

5.73. Najwickszy wptyw na przebieg pradu tranzystora IGBT w stanie zwarcia ma:
a) pojemnos¢ wejsciowa tranzystora IGBT

b) pojemnos¢ przejsciowa tranzystora IGBT

¢) spadek napigcia tranzystora w stanie przewodzenia

d) pojemno$¢ wyjsciowa tranzystora IGBT



(EL1A_W09)
5.74. Wielko$¢ tadunku przejsciowego gromadzonego w ztgczu diody potprzewodnikowej w czasie jej
wylaczania nie zalezy od:

a) temperatury

b) wartosci napigcia zrodia zasilania

¢) stromosci opadania pradu diody

d) wartosci ustalonej pradu diody przed wylaczeniem

(EL1A_WO09)

5.75. Falownik napigcia jest to przeksztaltnik zrealizowany z elementéw w pelni sterowalnych

a. zasilany z dynamicznego zrodta napigcia stalego umozliwiajacy ksztattowanie w odbiorniku RL lub
RLE ciaglego pradu przemiennego,

b. zasilany z dynamicznego zrodla napigcia stalego umozliwiajacy ksztaltowanie na odbiorniku RL lub
RLE pozadanego przebiegu napigcia przemiennego,

c. zasilany z dynamicznego zrodta pradu statego umozliwiajacy ksztattowanie na odbiorniku RL lub
RLE ciagtego pradu przemiennego.

d. zasilany z dynamicznego zrédta pradu stalego umozliwiajacy ksztattowanie na odbiorniku RL lub
RLE ciaglego napigcia przemiennego.

(EL1A_WO09)

5.76. W szeregowym uktadzie regulacji stosowanym w energoelektronice (i w napedzie elektrycznym)
sygnaly wyj$ciowe z regulatorow sg proporcjonalne do:

a. Sygnat wyjs$ciowy regulatora napigcia jest proporcjonalny do zadanego przez uklad regulacji pradu
(lub momentu napedowego), a sygnat wyjsciowy regulatora pradu zadaje napigcie odbiornika,

b. Sygnat wyj$ciowy regulatora napiecia jest proporcjonalny do zadanego przez uktad regulacji
napigcia odbiornika, a sygnat wyj$ciowy regulatora pradu zadaje prad odbiornika (lub moment
napedowy),

c. Sygnal wyjSciowy regulatora napigcia jest proporcjonalny do zadanego przez uktad regulacji
napiecia odbiornika, a sygnal wyj$ciowy regulatora pradu zadaje napiecie odbiornika,

d. Sygnal wyjsciowy regulatora napigcia jest proporcjonalny do zadanego przez uktad regulacji
napiecia odbiornika, a sygnat wyj$ciowy regulatora pradu zadaje inne parametry odbiornika (lub
moment napgdowy),

(EL1A_W09)

5.77. Przeksztattnik DC-DC typu buck-boost pracuje przy wspotczynniku wypetnienia 3/4. Napigcie
wyjsciowe ma warto$c:

a. Uou[ = '3 Uin,
b. Uout = 4 Uin,
C. Uout = 3 Uin,

d. Uout = '3/4 Uin,



(EL1A_W09)

5.78. Przeksztaltnik DC-DC typu buck-boost pracuje przy wspotczynniku wypehienia 3/4. Srednia
warto$¢ pradu ma warto$¢:

a. lin = -3 lou,
b. lin =4 lou,
C. lin = 3 low,
d. Iin = 3/4 Iout,
(EL1A_W09)

5.79. Modulacja skalarna PWM tréjfazowego falownika napigcia. Do przebiegdw proporcjonalnych
do przebiegdw zadawanych napig¢ fazowych dodaje si¢ 3 harmonicznag dla:

a. zmniejszenia strat,

b. poprawy ksztaltu przebiegow wyjsciowych,

c. zwickszenia warto$ci indeksu modulacji,

d. zmniejszenia zawartosci harmonicznych napi¢¢ wyjsciowych.

(EL1A_W09)

5.80. Indeks modulacji wektorowej dla trojfazowego falownika napiecia ma wartos¢:
a. takg sama jak indeks modulacji skalarne;j,

b. taka samg jak indeks modulacji skalarnej z dodaniem do przebiegéw 3 harmonicznej o amplitudzie
rownej 1/6 harmonicznej podstawowe;,

c. takg sama jak indeks modulacji skalarnej z dodaniem do przebiegéw 3 harmonicznej o amplitudzie
rownej harmonicznej podstawowej,

d. réwna 1.

(EL1A_W09)

5.81. Indeks modulacji jest to stosunek wartosci podstawowej harmonicznej napiecia miedzyfazowego
mozliwej do uzyskania przy danym sposobie modulacji i warto$ci podstawowej harmonicznej napigcia
miedzyfazowego:

a. mozliwego do uzyskania w falowniku tréjfazowym przy modulacji skalarnej,

b. mozliwego do uzyskania w falowniku trojfazowym przy modulacji wektorowej,
c. falownika z przewodzeniem potokresowym,

d. sinusoidalnego o jednostkowej amplitudzie

(EL1A_W09)

5.82. Przestrzenny wektor napiecia uktadu trojfazowego to:

a. wynik opisu przestrzennych obwodow elektrycznych,

b. odwzorowanie uktadu trojfazowego we wspotrzednych kartezjanskich,

c. wektor obserwowany w wirujacym kartezjanskim uktadzie wspotrzednych,
d. wynik wektorowego opisu sit w polu elektromagnetycznym.



(EL1A_W09)

5.83. Tranzystory w przetwornicy Royera sg sterowane:
a) zewngtrznymi impulsami pradowymi

b) w wyniku sprzezen magnetycznych w transformatorze
¢) zewnetrznymi impulsami napieciowymi

d) za pomoca taczy $swiattowodowych

(EL1A_WO09)

5.84. Maksymalna warto$¢ napigcia na tranzystorach przetwornicy Royera wynosi:
a) nie przekracza napigcia nasycenia tranzystora

b) jest rowna 50% napiecia zasilania

C) jest rGwna napigciu zasilania

d) jest rowna dwukrotnej wartosci napigcia zasilania

5.85 Generowanie czasu martwego w komplementarnych impulsach sterujacych gataz falownika
mostkowego pozwala na:

a) regulacji wartosci skutecznej napiecia wyjsciowego

b) uniknigcie zwarcia galeziowego

c) regulacj¢ pradu falownika

d) zwickszenie szybkosci procesu zataczania i wyltgczania tranzystora



